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(57) Abstract: The invention relates to a method for writing in the magnetoresistive memory cells of a MRAM memory, wherein 
the write currents (I WL , I BL ) are applied respectively onto a word line (WL) and a bit line (BL), a superposition of the magnetic fields 
generated by the write currents in each memory cell selected by the corresponding word lines and bits lines altering the direction of 
the magnetisation thereof. According to the inventive method, the write currents (I WL , I BL ) are applied in a chronologically offset 
manner, to the corresponding word line (WL) and the bit line (BL) whereby the direction of magnetisation of the selected memory 
cell is rotated in several consecutive steps (a - h) in the desired direction for writing a logical "0" or "1". 
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(57) Zusammenfassung: Die Eriindung beirifft ein Verfahren zum Beschreiben magnetoresistiver Speicherzellen eines MRAM- 
Speichers, bei dem Schreibstrome (I?WL#l9l, I?BL#l9l ) jeweils einer Wortleitung (WL) und einer Bitleitung (BL) aufgeschaltet 
werden. wobei eine Uberlagerung der durch die Schreibstrome erzeugten Magnetfelder in jeder durch die entsprechende Wort- und 
Bitleitung selektierien Speicherzelle zur Anderung ihrer Magnetisierungsrichtung fuhrt. Bei dem Verfahren werden die Schreib- 
strome (1?WL#191, I?BL#191) zeitlich gegeneinander versetzt derjeweiligen Wortleitung (WL) und Bitleitung (BL) so aufgeschal- 
tet, dass die Magnetisierungsrichtung der selektienen Speicherzelle in mehreren aufeinanderfolgenden Schritien (a - h) in die zum 
Schreiben einer logischen "0" oder T gewiinschte Richtung gedreht wird. 



